SA 418 A
Silizium-Epitaxie-Diode im Plastgehduse
fir Anwendungen in der
Digital-, NF- und HF-Technik
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Grenzwerte |
Sperrgienchspu{ﬁnung 80V
DurchlaBgleichstrom 100 mA
Gesamtverlustleistung bei %q = 25°C 100 mW
Betriebstemperaturbereich -25...+85°C
Lagerungstemperaturbzreich -55...4125°C
Sperrschichttemperatur 125°C
Kennwerte bei ¥a = 25°C
DurchlaBgleichspannung
bei Ir == 100 mA Ur <12V
Sperrgleichstrom
bei Ur =80V Ir S

0,5 uA



